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Халькогеніди РЗМ є одними із перспективних матеріалів для інфрачервоної та не-

лінійної оптики. Завдяки своїм унікальним властивостям, зокрема магнітним характе-

ристикам, халькогенідні сполуки застосовують у електроніці, радіо- та електротехніці. 

Нові халькогенідні матеріали використовують для одержання плівок та композитів, ви-

рощування монокристалів, виготовлення елементів напівпровідникових приладів. Вони 

є цінними легуючими добавками до металів та сплавів, сприяють покращенню мікро-

структури і властивостей, підвищують жаростійкість та міцність сплавів, їх антикоро-

зійні властивості. 

Важливим напрямком сучасного напівпровідникового матеріалознавства є ускла-

днення досліджуваних систем і, відповідно, речовин, які в них утворюються.  Вивчення 

фазових рівноваг у складних халькогенвмісних системах є одним із етапів пошуку но-

вих матеріалів для задоволення потреб напівпровідникової техніки. Представлені нами 

дані, щодо характеру фазових рівноваг у системі NiS – Y2S3 – GeS2 є частиною систе-

матичного дослідження взаємодії халькогенідів рідкісноземельних металів, елементів 

IVA групи та d-елементів [
1
], [2], [3] і ін. 

Синтез сплавів дослідженої системи проводили з простих речовин із вмістом ос-

новного компонента не менше 99,99 ваг. % в електричній муфельній печі з програмним 

управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна температура синтезу 

становила 1370 Κ. Гомогенізуючий відпал за температури 770 К проводили протягом 

500 годин. Після відпалу ампули зі зразками загартовувались у холодній воді.  Рентге-

нофазовий аналіз здійснювали за дифрактограмами, які були отримані на дифрактомет-

рі ДРОН 4-13 у межах 2Θ = 10 - 80° (CuKα-випромінювання, крок сканування – 0,05°, 

експозиція у кожній точці – 5 с). Обробку даних та визначення кристалічної структури 

здійснювали за допомогою пакету програм CSD [4]. 

Комплекс проведених досліджень дав нам змогу побудувати ізотермічний переріз 

системи NiS – GeS2 – Y2S3 за температури 770 К (рис. 1).  

Розчинність на основі вихідних компонентів квазіпотрійної системи NiS – Y2S3 –

 GeS2 є незначною (≈  1 – 2 мол. % відповідного компонента). За температури відпалу 

сплавів (770 К) при співвідношенні вихідних компонентів 0,5 : 1,5 : 1 нами встановлено 

утворення нової тетрарної сполуки складу Y3Ni0,5GeS7 (структурний тип La3Mn0.5SiS7, 

просторова група P63, символ Пірсона hP23) [5]. 
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Рис. 1. Ізотермічний переріз системи NiS – Y2S3 –GeS2 за температури 770 К: 1 – 

NiS + Y2S3; 2 - NiS + GeS2; 3 – GeS2 + Y3Ge1,25S7; 4 – Y2S3 + Y3Ge1,25S7; 5 – Y2S3 + 

Y3Ni0.5GeS7; 6 – Y3Ge1,25S7 + Y3Ni0.5GeS7; 7 – NiS + Y3Ni0.5GeS7; 8 – GeS2 + Y3Ni0.5GeS7; 

9 –Y2S3 + Y3Ge1,25S7 + Y3Ni0.5GeS7; 10 – NiS + Y2S3 + Y3Ni0.5GeS7; 11 – GeS2 + Y3Ge1,25S7 

+ Y3Ni0.5GeS7; 12 – NiS + GeS2 + Y3Ni0.5GeS7. 
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